2011. vizsgak
06.01:

1.A szokvanyos, hagyomanyos bipolaris IC tranzisztor keresztmetszete.
2.Az ionimplantacié elve, felhaszndalasi lehetdségei az IC technoldégiaban.
3.Maszk programozott MOS ROM(kapcsoldsi rajz, layout)

4 .Arokkapacitdsos, HighC RAM cella.

4. feladathoz tipp: Szerintem ez arra vonatkozik, hogy a kapacitds az darokban
van (trench DRAM) vagy a chip tetején (stackelt DRAM).

06.08:

1. npn-tranyd

nde, nab, ndc megadva, bazis szélesség megadva

a) nyitofesziltség ubediff

b) hol jon 1étre a tér, mekkora a maximuma

c) BC atmenetnél milyen jelentdésége van a térnek

igazabol még ennél 1is tobbet csavartak rajta, de a T1ényeg, hogy ilyesmire is
Tehet most mar szamitani

2. CMOS 1inverter

3. EPROM

4. 2 polis DRAM
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